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【はじめに】 

AlNはAlGaN系深紫外領域の受発光デバイスにおける基板や下地結晶としての応用が期待され

ている。安価で大口径化が容易なことから AlN 成長用基板としてサファイアが適しているが、格

子不整合に起因する高密度の貫通転位が発生するという問題がある。これまでの研究からサファ

イアの窒化処理により AlN 薄膜の結晶性が大きく改善するという報告がある[1]。本研究では、

MOPVE 法でサファイア基板に対して、温度を変えて窒化処理を行い、表面構造、およびその後

の AlN 成長に与える影響について調べた。 

【実験方法】 

MOVPE 法を用いてサファイア基板に AlN 成長を行った。成長前に 990 oC で水素クリーニング

を行った。その後に窒化温度を 1100 ～ 1300 oC で変化させて水素 + アンモニア雰囲気で窒化処

理を行った。さらに最適化を行った窒化条件で AlN を 1000 ～ 1300 oC で 300 nm 成長させた。評

価方法としては X 線ロッキングカーブ(XRC)および原子間力顕微鏡(AFM)を用いた。 

【実験結果】 

図 1 に窒化温度を変化させた後、AlN を 1100℃で 300 nm 成長させた AlN の (0002) 回折と AlN 

(101
＿

2) 回折の XRC 半値幅を示す。(0002) 回折においては、窒化温度が 1200℃以上では結晶性の

悪化が見られた。一方、(101
＿

2) 回折においては、窒化温度 1180-1200 oC 付近において結晶性が最

も良好であった。図 2 は AlN 表面の AFM から求めた RMS 値の結果を示す。窒化温度上昇により

RMS 値の悪化が見られた。 
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図 2 RMS 値の窒化温度依存性 図 図 1 XRCの半値幅の窒化温度依存性 
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